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(54)【発明の名称】 液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  優れた接触特性を有し、低抵抗配線を有する
薄膜トランジスタ基板の製造方法を提供する。
【解決手段】  アルミニウム系列の導電物質を積層し基
板の上にゲート線２２、ゲート電極及びゲートパッド２
４を含むゲート配線を形成し、ゲート絶縁膜３０、半導
体層及び抵抗性接触層を順次に形成し、クロムの下部膜
とアルミニウム系列の上部膜とからなる導電物質を積層
して、ゲート線と交差するデータ線、ソース電極、ドレ
ーン電極及びデータパッドを含むデータ配線を形成す
る。この時、クロムの下部膜をＣｌ
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またはＨＣｌを含

むエッチング用気体を用いてパターニングする。その
後、保護膜を積層しドレーン電極、ゲートパッド及びデ
ータパッドを露出する接触孔を形成し、ＩＺＯを積層し
パターニングして、ドレーン電極６６、ゲートパッド及
びデータパッドと各々連結される画素電極、補助ゲート
パッド及び補助データパッドを形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】絶縁基板の上にアルミニウム系列の導電物
質を積層しパターニングして、ゲート線、前記ゲート線
と連結されているゲート電極を含むゲート配線を形成す
る段階、
ゲート絶縁膜を積層する段階、
半導体層を形成する段階、
下部膜と上部膜からなる導電層を積層しパターニングし
て、前記ゲート線と交差するデータ線、前記データ線と
連結されており前記ゲート電極に隣接するソース電極及
び前記ゲート電極に対して前記ソース電極の対向側に位
置するドレーン電極を含むデータ配線を形成する段階、
保護膜を積層しパターニングして、前記ドレーン電極の
上部に第１接触孔を形成する段階、
前記保護膜の上部に前記第１接触孔を通じて前記ドレー
ン電極と連結される画素電極を形成する段階を含む液晶
表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法において、
前記下部膜は前記半導体層と同時にパターニングする液
晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２】前記画素電極はＩＺＯで形成する請求項１
に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方
法。
【請求項３】前記ゲート配線は、外部から走査信号の伝
達を受けて前記ゲート線に伝達するゲートパッドをさら
に含み、
前記データ配線は、外部から映像信号の伝達を受ける前
記データ線に伝達するデータパッドをさらに含み、
前記保護膜は、前記データパッド及び前記ゲート絶縁膜
とともに前記ゲートパッドを露出する第２及び第３接触
孔を有し、
前記画素電極と同一の層に、前記第２及び第３接触孔を
通じて前記ゲートパッド及び前記データパッドと電気的
に連結される補助ゲートパッドと補助データパッドをさ
らに形成する請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタ基板の製造方法。
【請求項４】前記データ配線及び前記半導体層は、部分
的に厚さの異なる感光膜パターンを利用した写真エッチ
ング工程で同時に形成する請求項１に記載の液晶表示装
置用薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項５】前記感光膜パターンは、第１厚さを有する
第１部分、前記第１厚さより厚い第２部分、前記第１及
び第２部分を除いた厚さのない第３部分を含む請求項１
に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方
法。
【請求項６】前記写真エッチング工程において、前記感
光膜パターンは第１領域、前記第１領域より低い透過率
を有する第２領域及び前記第１領域より高い透過率を有
する第３領域を含む請求項５に記載の液晶表示装置用薄
膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項７】前記写真エッチング工程において、前記第*
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*１部分は前記ソース電極と前記ドレーン電極との間、前
記第２部分は前記データ配線の上部に位置するように形
成する請求項６に記載の液晶表示装置用薄膜トランジス
タ基板の製造方法。
【請求項８】前記第１乃至第３領域の透過率を異なるよ
うに調節するために、光マスクには半透明膜または露光
器の分解能より小さいスリットパターンが形成されてい
る請求項７に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基
板の製造方法。
【請求項９】前記半導体層と前記データ配線との間に抵
抗性接触層を形成する段階をさらに含む請求項８に記載
の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１０】前記データ配線と前記抵抗性接触層及び
前記半導体層を一つのマスクを使用して形成する請求項
９に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項１１】前記下部膜と前記抵抗性接触層及び前記
半導体層は連続的に乾式エッチング方法でパターニング
する請求項１０に記載の液晶表示装置用薄膜トランジス
タ基板の製造方法。
【請求項１２】前記下部膜をパターニングするための乾
式エッチング用気体はＣｌ
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またはＨＣｌを含む請求項

１１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製
造方法。
【請求項１３】前記下部膜を３００Å以下に形成する請
求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
製造方法。
【請求項１４】前記下部膜及び上部膜はクロム及びアル
ミニウム系列で形成する請求項１に記載の液晶表示装置
用薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は薄膜トランジスタ基
板及の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は現在最も広く用いられて
いる平板表示装置のうちの一つであって、電極が形成さ
れている二つの基板とその間に挿入されている液晶層か
らなり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配
列させることによって透過する光の量を調節する表示装
置である。
【０００３】液晶表示装置の中でも現在主に用いられて
いるものは、二つの基板に電極が各々形成されていて電
極に印加される電圧をスイッチングする薄膜トランジス
タを有している液晶表示装置であり、薄膜トランジスタ
は二つの基板のうちの一つに形成されるのが一般的であ
る。
【０００４】このような液晶表示装置で信号遅延を防止
するために、配線は低抵抗を有するアルミニウム（Al）
またはアルミニウム合金（Al Alloy）などのような低抵
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抗物質を使用するのが一般的である。しかしながら、液
晶表示装置でのように透明な導電物質のＩＴＯ（indium
 tin oxide）を使用して画素電極を形成したりパッド部
の信頼性を確保する場合、アルミニウム系列の金属とＩ
ＴＯの接触特性がよくないため接触特性に優れた他の金
属を介在させるようにするが、接触部ではアルミニウム
またはアルミニウム合金は除去しなければならないた
め、製造工程が複雑になるという問題点を有している。
また、アルミニウム系列の金属がケイ素の半導体層と接
する場合にはアルミニウム系列の金属が半導体層に拡散
するのを防止するために他の金属を介在しなければなら
ないが、多層構造の配線を形成するためには互いに異な
るエッチング条件が必要になる。
【０００５】一方、液晶表示装置を製造する方法のう
ち、薄膜トランジスタが形成されている基板はマスクを
用いた写真エッチング工程を通じて製造するのが一般的
である。この時、生産費用を減らすためにはマスクの数
を減少させることが好ましい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】本発明が目的とする技
術的課題は、優れた接触特性を有すると同時に低抵抗配
線を有する薄膜トランジスタ基板の製造方法を提供する
ことにある。
【０００７】また、本発明の他の課題は薄膜トランジス
タ基板の製造方法を単純化することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】このような問題点を解決
するために、本発明ではアルミニウム系列の金属からな
る配線と連結される導電膜をＩＺＯ（indium zinc oxid
e）で形成し、アルミニウム系列の配線と半導体層との
間に介在しているクロムの導電膜を乾式エッチングでパ
ターニングする。
【０００９】本発明による薄膜トランジスタ基板の製造
方法では、まず、絶縁基板の上にアルミニウム系列の導
電物質を積層しパターニングしてゲート線、ゲート線と
連結されているゲート電極を含むゲート配線を形成し、
ゲート絶縁膜を積層する。続いてゲート絶縁膜の上部に
半導体層を形成し、その上部にクロムの下部膜とアルミ
ニウム系列の上部膜とからなる導電膜を積層しパターニ
ングして、ゲート線と交差するデータ線、データ線と連
結されておりゲート電極に隣接するソース電極及びゲー
ト電極に対してソース電極の対向側に位置するドレーン
電極を含むデータ配線を形成する。その後、保護膜を積
層しパターニングしてドレーン電極の上部に第１接触孔
を形成し、保護膜の上部にドレーン電極と電気的に連結
される画素電極を形成する。この時、データ配線の下部
膜は乾式エッチングでパターニングする。
【００１０】ここで、画素電極は透明な導電物質である
ＩＺＯで形成することが好ましく、下部膜は３００Å以
下の厚さで形成することが良い。また、下部膜をエッチ
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ングするための乾式エッチング用気体としてはＣｌ
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ま

たはＨＣｌを含むことが好ましい。
【００１１】ゲート配線は外部から走査信号の伝達を受
けてゲート線に伝達するゲートパッドをさらに含み、デ
ータ配線は外部から映像信号の伝達を受けてデータ線に
伝達するデータパッドをさらに含み、保護膜はデータパ
ッド及びゲート絶縁膜とともにゲートパッドを露出する
第２及び第３接触孔を有し、画素電極と同一の層に第２
及び第３接触孔を通じてゲートパッド及びデータパッド
と電気的に連結される補助ゲートパッドと補助データパ
ッドをさらに形成することができる。
【００１２】データ配線及び半導体層は部分的に厚さの
異なる感光膜パターンを利用した写真エッチング工程で
同時に形成することができ、感光膜パターンは第１厚さ
を有する第１部分、第１厚さより厚い第２部分、第１及
び第２部分を除いた厚さのない第３部分を含むことが好
ましい。
【００１３】写真エッチング工程で感光膜パターンは、
第１領域、前記第１領域より低い透過率を有する第２領
域及び前記第１領域より高い透過率を有する第３領域を
含む光マスクを用いて形成することができ、写真エッチ
ング工程で第１部分はソース電極とドレーン電極との
間、第２部分はデータ配線の上部に位置するように形成
することが好ましい。
【００１４】第１乃至第３領域の透過率を異なるように
調節するために、光マスクには半透明膜または露光器の
分解能より小さいスリットパターンが形成されることが
でき、第１部分の厚さは第２部分の厚さに対して１/２
以下に形成することが好ましい。
【００１５】なお、半導体層とデータ配線との間に抵抗
性接触層を形成する段階をさらに含むことができ、デー
タ配線と接触層及び半導体層を一つのマスクを使用して
形成することができる。この時、下部膜と接触層と半導
体層とを連続して乾式エッチングでパターニングする。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参考として
本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板の製造方法
について、本発明の属する技術分野にて通常の知識を有
する者が容易に実施することができるように詳細に説明
する。
【００１７】まず、図１及び図２を参照して本発明の第
１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
構造について詳細に説明する。
【００１８】図１は本発明の第１実施例による液晶表示
装置用薄膜トランジスタ基板を示しており、図２は図１
に示した薄膜トランジスタ基板をII－II´線に沿って切
断して示した断面図である。
【００１９】絶縁基板１０の上に低抵抗を有するアルミ
ニウム系列の金属物質からなるゲート配線が形成されて
いる。ゲート配線は横方向に延びているゲート線２２、
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ゲート線２２の端部に連結されていて外部からのゲート
信号の印加を受けてゲート線に伝達するゲートパッド２
４及びゲート線２２に連結されている薄膜トランジスタ
のゲート電極２６を含む。
【００２０】基板１０の上には窒化ケイ素ＳｉＮ

x
など

からなるゲート絶縁膜３０がゲート配線２２、２４、２
６を覆っており、ゲート絶縁膜３０は以後に形成される
保護膜７０とともにゲートパッド２４を露出する接触孔
７４を有する。
【００２１】ゲート電極２６のゲート絶縁膜３０の上部
には非晶質ケイ素などの半導体からなる半導体層４０が
島模様で形成されており、半導体層４０の上部にはシリ
サイドまたはｎ型不純物が高濃度にドーピングされてい
るｎ+水素化非晶質ケイ素などの物質で作られた抵抗性
接触層５４、５６が各々形成されている。
【００２２】抵抗性接触層５４、５６及びゲート絶縁膜
３０の上には、アルミニウム（Al）またはアルミニウム
合金（Al alloy）、モリブデン（Mo）またはモリブデン
－タングステン（MoW）合金、クロム（Cr）、タンタル
（Ta）などの金属または導電体からなるデータ配線６
２、６５、６６、６８が形成されている。データ配線
は、縦方向に形成されてゲート線２２と交差して画素を
定義するデータ線６２、データ線６２の分枝であり抵抗
性接触層５５の上部まで延びているソース電極６５、デ
ータ線６２の一端部に連結されていて外部からの画像信
号の印加を受けるデータパッド６８、ソース電極６５と
分離されておりゲート電極２６に対してソース電極６５
の反対側の抵抗性接触層５６の上部に形成されているド
レーン電極６６を含む。
【００２３】データ配線６２、６５、６６、６８はアル
ミニウム系列の単一膜で形成することが好ましいが、二
重層以上に形成されることもできる。二重層以上に形成
する場合には、一つの層は抵抗の小さい物質で形成し他
の層は他物質との接触特性の良い物質で作ることが好ま
しい。その例としてはＣｒ/Ａｌ（またはＡｌ合金）ま
たはＡｌ/Ｍｏなどを挙げることができ、本発明の実施
例においてデータ配線６２、６５、６６、６８は、Ｃｒ
の下部膜６０１とアルミニウム合金の上部膜６０２で形
成されている。この時のＣｒ膜６０１は上部膜６０２の
アルミニウム系列の金属がケイ素層である半導体層４
０、抵抗性接触層５５、５６に拡散するのを防止する役
割を果たす。
【００２４】データ配線６２、６５、６６、６８及びこ
れらで遮られない半導体層４０の上部には保護膜７０が
形成されている。保護膜７０にはドレーン電極６６及び
データパッド６８を各々露出する接触孔７６、７８が各
々形成されており、ゲート絶縁膜３０とともにゲートパ
ッド２４を露出する接触孔７４が形成されている。
【００２５】保護膜７０の上には接触孔７６を通じてド
レーン電極６６と連結されており画素に位置する画素電
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極８２と接触孔７４、７８を通じて各々ゲートパッド２
４及びデータパッド６８と連結されている補助ゲートパ
ッド８４及び補助データパッド８８を含み、ＩＺＯから
なる画素配線が形成されている。
【００２６】ここで、画素電極８２は図１及び図２のよ
うに、ゲート線２２と重なって維持蓄電器を構成し、維
持容量が不足した場合にはゲート配線２２、２４、２６
と同一の層に維持容量用配線を追加することもできる。
【００２７】このような本発明の実施例による構造は低
抵抗なアルミニウム系列の金属からなるゲート配線２
２、２４、２６及びデータ配線６２、６５、６６、６８
を含んでいるため、大画面高精細の液晶表示装置に適用
することができる。また、接触孔７４、７６、７８でア
ルミニウム系列のゲートパッド２４、データパッド６８
及びドレーン電極６６は、ＩＺＯからなる補助ゲートパ
ッド８４、補助データパッド８８及び画素電極８２と各
々連結されていてパッド部で腐食されないので、パッド
部を含む接触部の信頼性を確保することができる。
【００２８】次に、このような本発明の第１実施例によ
る構造の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方
法について、図１及び図２と図３乃至図１０を参照して
詳細に説明する。
【００２９】まず、図３及び図４に示したように基板１
０の上に低抵抗を有するアルミニウム系列の導電膜を２
５００Å程度の厚さで積層しパターニングして、ゲート
線２２、ゲート電極２６及びゲートパッド２４を含む横
方向のゲート配線を形成する。
【００３０】その後、図５及び図６に示したようにゲー
ト絶縁膜３０、非晶質ケイ素からなる半導体層４０、ド
ーピングされた非晶質ケイ素層５０の３層膜を連続して
積層し、マスクを用いたパターニング工程で半導体層４
０とドーピングされた非晶質ケイ素層５０をパターニン
グすることによってゲート電極２４と対向するゲート絶
縁膜３０の上部に半導体層４０と抵抗性接触層（ドーピ
ングされた非晶質ケイ素に同じ）５０を形成する。
【００３１】次に、図７乃至図８に示したようにクロム
からなる下部膜６０１を３００Å程度の厚さで、低抵抗
を有するアルミニウム系列の金属からなる上部膜６０２
を２５００Å程度の厚さで各々順次に積層した後、マス
クを利用した写真工程でパターニングして、ゲート線２
２と交差するデータ線６２、データ線６２と連結されて
ゲート電極２６の上部まで延びているソース電極６５、
データ線６２と一端部で連結されているデータパッド６
８及びソース電極６５と分離されておりゲート電極２６
を中心としてソース電極６５と対向するドレーン電極６
６を含むデータ配線を形成する。ここで、上部膜６０２
は湿式または乾式エッチングでエッチングすることがで
き、クロムの下部膜６０１は乾式エッチングでエッチン
グし、このためにクロムの下部膜６０１は３００Å以下
に形成することが好ましい。
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【００３２】続いて、データ配線６２、６５、６６、６
８で遮られないドーピングされた非晶質ケイ素層パター
ン５０をエッチングしてゲート電極２６を中心で両側で
分離させる一方、両側のドーピングされた非晶質ケイ素
層５５、５６の間の半導体層４０を露出させる。続い
て、露出された半導体層４０の表面を安定化させるため
に酸素プラズマ処理を実施することが好ましい。
【００３３】次に、図９及び図１０に示したように、窒
化ケイ素または有機絶縁膜からなる保護膜７０を積層し
た後マスクを利用した写真エッチング工程でゲート絶縁
膜３０とともに乾式エッチングでパターニングして、ゲ
ートパッド２４、ドレーン電極６６及びデータパッド６
８を露出させる接触孔７４、７６、７８を形成する。続
いて接触孔７４、７６、７８を通じて露出されたゲート
パッド２４及びドレーン電極６６とデータパッド６８の
上部膜６０２の表面を乾式洗浄する。この時に使用する
気体としてはＳＦ
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/Ｏ

2
などを挙げることができる。続

いて、以後に形成されるＩＺＯ膜である画素電極８２、
補助ゲートパッド８４、補助データパッド８８とアルミ
ニウム膜であるドレーン電極６６、ゲートパッド２４、
データパッド６８との接触抵抗を最少化するためにアニ
ーリング工程を通じてアルミニウム系列の金属膜６６、
２４、６８の上部に残留する物質を除去することがで
き、アルミニウム系列の金属膜６６、２４、６８の上部
にＡｌ

X
Ｓｉ

X
を含む低抵抗の反応層を形成することがで

き、アルミニウム系列のゲート配線２２、２４、２６及
びデータ配線６２、６５、６６、６８の上部膜を形成す
る時にケイ素を含むように形成することもできる。ここ
でアニーリング工程は保護膜７０を積層した後に別途に
形成することもでき、ゲート絶縁膜３０または保護膜７
０を形成する時にアニーリング工程が含まれるように形
成することもできる。
【００３４】最後に、図１及び図２に示したようにＩＺ
Ｏを積層しマスクを利用してパターニングを実施して、
接触孔７６を通じてドレーン電極６６と連結される画素
電極８２と、接触孔７４、７８を通じてゲートパッド２
４及びデータパッド６８と各々連結される補助ゲートパ
ッド８４及び補助データパッド８８を各々形成する。
【００３５】このような本発明の第１実施例による製造
方法では、アルミニウム系列の金属膜６０１、２４と連
結される透明導電膜パターン８２、８４、８８をＩＺＯ
で形成しても接触部で腐食が発生しないため、透明導電
膜パターン８２、８４、８８を形成する前に接触孔を通
じて露出されたアルミニウム金属膜を除去する必要がな
いので、製造工程を単純化することができる。
【００３６】このような第１実施例では、前に説明した
ように５枚のマスクを用いる製造方法を適用することが
できるが、４枚のマスクを用いる液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタ基板の製造方法でも同様に適用することがで
きる。これについては図面を参考として詳細に説明する

8
ことにする。
【００３７】まず、図１１乃至図１３を参考として、本
発明の実施例による４枚のマスクを用いて完成された液
晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の単位画素構造につ
いて詳細に説明する。
【００３８】図１１は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図１２
及び図１３は各々図１１に示した薄膜トランジスタ基板
をXII－XII'線及びXIII－XIII'線に沿って切断して示し
た断面図である。
【００３９】まず、絶縁基板１０の上に第１実施例と同
様にアルミニウム系列の金属からなるゲート線２２、ゲ
ートパッド２４及びゲート電極２６を含むゲート配線が
形成されている。そして、ゲート配線は基板１０の上部
にゲート線２２と平行しており上板の共通電極に入力さ
れる共通電極電圧などの電圧を外部から印加される維持
電極２８を含む。維持電極２８は後述する画素電極８２
と連結された維持蓄電器用導電体パターン６４と重なっ
て画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器を構成
し、後述する画素電極８２とゲート線２２との重複で発
生する維持容量が十分である場合には形成しないことも
ある。
【００４０】ゲート配線２２、２４、２６、２８の上に
は、窒化ケイ素ＳｉＮ

x
などからなるゲート絶縁膜３０

が形成されてゲート配線２２、２４、２６、２８を覆っ
ている。
【００４１】ゲート絶縁膜３０の上には水素化非晶質ケ
イ素（hydrogenated amorphous silicon）などの半導体
からなる半導体パターン４２、４８が形成されており、
半導体パターン４２、４８の上にはリン（P）などのｎ
型不純物で高濃度にドーピングされている非晶質ケイ素
などからなる抵抗性接触層（ohmic contact layer）パ
ターンまたは中間層パターン５５、５６、５８が形成さ
れている。
【００４２】抵抗性接触層パターン５５、５６、５８の
上には低抵抗を有するアルミニウム系列の導電物質から
なるデータ配線が形成されている。データ配線は縦方向
に形成されているデータ線６２、データ線６２の一端部
に連結されて外部からの画像信号の印加を受けるデータ
パッド６８、そしてデータ線６２の分枝である薄膜トラ
ンジスタのソース電極６５からなるデータ線部を含み、
また、データ線部６２、６８、６５と分離されておりゲ
ート電極２６または薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃ
に対してソース電極６５の反対側に位置する薄膜トラン
ジスタのドレーン電極６６と維持電極２８の上に位置し
ている維持蓄電器用導電体パターン６４も含む。維持電
極２８を形成しない場合には維持蓄電器用導電体パター
ン６４もまた形成しない。第２実施例においてデータ配
線６２、６４、６５、６６、６８は、第１実施例と同様
にクロムの下部膜６０１とアルミニウム系列の上部膜６
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０２とからなる。
【００４３】抵抗性接触層パターン５５、５６、５８
は、その下部の半導体パターン４２、４８とその上部の
データ配線６２、６４、６５、６６、６８の接触抵抗を
下げる役割を果たし、データ配線６２、６４、６５、６
６、６８と完全に同一な形態を有する。つまり、データ
線部中間層パターン５５はデータ線部６２、６８、６５
と同一であり、ドレーン電極用中間層パターン５６はド
レーン電極６６と同一であり、維持蓄電器用中間層パタ
ーン５８は維持蓄電器用導電体パターン６４と同一であ
る。
【００４４】一方、半導体パターン４２、４８は薄膜ト
ランジスタのチャンネル部Ｃを除けばデータ配線６２、
６４、６５、６６、６８及び抵抗性接触層パターン５
５、５６、５８と同一な模様をしている。具体的には、
維持蓄電器用半導体パターン４８と維持蓄電器用導電体
パターン６４及び維持蓄電器用接触層パターン５８は同
一な模様をしているが、薄膜トランジスタ用半導体パタ
ーン４２はデータ配線及び接触層パターンの残りの部分
と多少異なる。
【００４５】つまり、薄膜トランジスタのチャンネル部
Ｃにおいてデータ線部６２、６８、６５、特にソース電
極６５とドレーン電極６６とが分離されておりデータ線
部中間層パターン５５とドレーン電極用接触層パターン
５６も分離されているが、薄膜トランジスタ用半導体パ
ターン４２はここで切れずに連結されて薄膜トランジス
タのチャンネルを生成する。
【００４６】データ配線６２、６４、６５、６６、６８
の上には保護膜７０が形成されており、保護膜７０はド
レーン電極６６、データパッド６８及び維持蓄電器用導
電体パターン６４を露出する接触孔７６、７８、７２を
有しており、またゲート絶縁膜３０とともにゲートパッ
ド２４を露出する接触孔７４を有している。保護膜７０
は窒化ケイ素やアクリル系などの有機絶縁物質からなり
得る。
【００４７】保護膜７０の上には、薄膜トランジスタか
ら画像信号を受けて上板の電極とともに電場を生成する
画素電極８２が形成されている。画素電極８２はＩＺＯ
（indium zinc oxide）などの透明な導電物質で作ら
れ、接触孔７６を通じてドレーン電極６６と電気的に連
結されて画像信号の伝達を受ける。画素電極８２はまた
隣接するゲート線２２及びデータ線６２と重なって開口
率を高めているが、重ならないこともある。また、画素
電極８２は接触孔７２を通じて維持蓄電器用導電体パタ
ーン６４とも連結されて導電体パターン６４に画像信号
を伝達する。一方、ゲートパッド２４及びデータパッド
６８の上には接触孔７４、７８を通じて各々これらと連
結される補助ゲートパッド８４及び補助データパッド８
８が形成されており、これらはパッド２４、６８と外部
回路装置との接着性を補完しパッドを保護する役割を果
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たすものとして必須なものではなく、これらを適用する
か否かは選択的である。
【００４８】ここでは画素電極８２の材料の例として透
明なＩＺＯを挙げたが、反射型液晶表示装置の場合には
不透明な導電物質を使用しても差支えない。
【００４９】次に、図１１乃至図１３の構造を有する液
晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を４枚のマスクを用
いて製造する方法について、図１２と図１４乃至図３０
を参照して詳細に説明する。
【００５０】まず、図１４乃至図１６に示したように第
１実施例と同様にアルミニウム系列の金属を積層し、第
１マスクを利用した写真エッチング工程で基板１０の上
にゲート線２２、ゲートパッド２４、ゲート電極２６及
び維持電極２８を含むゲート配線を形成する。
【００５１】次に、図１７及び図１８に示したように、
ゲート絶縁膜３０、半導体層４０、中間層５０を化学気
相蒸着法を用いて各々１５００Å乃至５０００Å、５０
０Å乃至２０００Å、３００Å乃至６００Åの厚さで連
続蒸着し、クロムの下部膜６０１と低抵抗を有するアル
ミニウム系列の上部膜６０２とからなる導電層６０をス
パッタリングなどの方法で１５００Å乃至３０００Åの
厚さで蒸着した後、その上に感光膜１１０を１μｍ乃至
２μｍの厚さで塗布する。この時、下部膜６０１は乾式
エッチングが可能になるように薄く形成し、３００Å以
下であることが好ましい。
【００５２】その後、第２マスクを通じて感光膜１１０
に光を照射した後に現像して、図２０及び図２１に示し
たように、感光膜パターン１１２、１１４を形成する。
この時、感光膜パターン１１２、１１４の中の薄膜トラ
ンジスタのチャンネル部Ｃ、つまりソース電極６５とド
レーン電極６６との間に位置した第１部分１１４はデー
タ配線部Ａ、つまりデータ配線６２、６４、６５、６
６、６８が形成される部分に位置した第２部分１１２よ
り厚さが小さくなるようにし、その他の部分Ｂの感光膜
は全て除去する。この時、チャンネル部Ｃに残っている
感光膜１１４の厚さとデータ配線部Ａに残っている感光
膜１１２の厚さの比は後述するエッチング工程での工程
条件によって異なるようにしなければならないが、第１
部分１１４の厚さを第２部分１１２の厚さの１/２以下
とすることが好ましく、例えば４０００Å以下であるの
が良い。
【００５３】このように位置によって感光膜の厚さを異
にする方法は多様なものがありうるし、Ａ領域の光透過
量を調節するために主にスリット（slit）や格子形態の
パターンを形成したり半透明膜を使用する。
【００５４】この時、スリットの間に位置したパターン
の線幅やパターンの間の間隔、つまりスリットの幅は露
光時に使用する露光器の分解能より小さいことが好まし
く、半透明膜を用いる場合にはマスクを製作する時の透
過率を調節するために他の透過率を有する薄膜を用いた
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11
り厚さが異なる薄膜を用いることができる。
【００５５】このようなマスクを通じて感光膜に光を照
射すれば光に直接露出される部分では高分子が完全に分
解され、スリットパターンや半透明膜が形成されている
部分では光の照射量が少ないため高分子は完全に分解さ
れていない状態であり、遮光膜で遮られた部分では高分
子がほとんど分解されない。続いて感光膜を現像すれば
高分子の分子が分解されない部分のみが残り、光が少な
く照射された中央部分には光に全く照射されていない部
分より薄い厚さの感光膜が残り得る。この時、露光時間
を長くすると全ての分子が分解されてしまうので注意し
なければならない。
【００５６】このような薄い厚さの感光膜１１４は、リ
フロー可能な物質からなる感光膜を用いて光が完全に透
過できる部分と完全に透過できない部分とで分けられた
通常のマスクで露光した後に現像し、リフローさせて感
光膜が残留していない部分で感光膜の一部を流れるよう
にすることによって形成することもできる。
【００５７】続いて、感光膜パターン１１４及びその下
部の膜、つまり導電層６０、中間層５０及び半導体層４
０に対するエッチングを行う。この時、データ配線部Ａ
にはデータ配線及びその下部の膜がそのまま残っており
チャンネル部Ｃには半導体層だけが残っていなければな
らず、残りの部分Ｂには上の３つの層６０、５０、４０
が全て除去されてゲート絶縁膜３０が露出されなければ
ならない。
【００５８】まず、図２２及び図２３に示したように、
その他の部分Ｂの露出されているアルミニウム系列の上
部膜６０２を乾式エッチングまたは湿式エッチングで除
去する。
【００５９】続いて、図２４及び図２５のようにその他
の部分Ｂに露出されているクロムの下部膜６０１とその
下部の中間層５０と半導体層４０とを乾式エッチング方
法で連続してエッチングする。クロムの下部膜６０１と
中間層５０及び半導体層４０を乾式エッチング工程を用
いてインシチュー（in-situ）で行うことができ、そう
でないこともある。クロムの下部膜６０１をエッチング
するエッチング用気体としてはＣｌ

2
またはＨＣｌとＯ

2

の混合気体を使用することが好ましく、これに対する詳
細な結果は後で説明する。
【００６０】中間層５０と半導体層４０のエッチングは
感光膜パターン１１２、１１４と中間層５０及び半導体
層４０（半導体層と中間層はエッチング選択性がほとん
ど無い）が同時にエッチングされ、ゲート絶縁膜３０は
エッチングされない条件下で行わなければならず、特に
感光膜パターン１１２、１１４と半導体層４０に対する
エッチング比がほとんど同一な条件でエッチングするこ
とが好ましく、エッチング用気体としてはＳＦ

6
または

ＨＣｌの混合気体を用いる。感光膜パターン１１２、１
１４と半導体層４０に対するエッチング比が同一である
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場合、第１部分１１４の厚さは半導体層４０と中間層５
０の厚さを合せたものと同一であるかそれより小さくな
ければならない。このように下部膜６０１を薄く形成
し、中間層５０及び半導体層４０とともに乾式エッチン
グで処理することによって製造工程を単純化することが
できる。ここで下部膜６０１はクロムだけでなく他の金
属も用いることができ、中間層５０及び半導体層４０と
一緒にパターニングが可能であればよい。
【００６１】このようにすると、図２４及び図２５に示
したようにチャンネル部Ｃ及びデータ配線部Ｂの導電
層、つまり、ソース/ドレーン用導電体パターン６７と
維持蓄電器用導電体パターン６４だけが残りその他の部
分Ｂの導電体層６０は全て除去される。この時、残った
導電体パターン６７、６４はソース及びドレーン電極６
４、６６が分離されずに連結されている点を除けばデー
タ配線６２、６４、６５、６６、６８の形態と同一であ
る。また、チャンネル部Ｃの第１部分１１４が除去され
てソース/ドレーン用導電体パターン６７が露出し、そ
の他の部分Ｂの中間層５０及び半導体層４０が除去され
てその下部のゲート絶縁膜３０が露出する。一方、デー
タ配線部Ａの第２部分１１２もまたエッチングされるの
で厚さが薄くなる。なお、この段階で半導体パターン４
２、４８が完成されるようになる。図面の符号５７、５
８は各々ソース/ドレーン用導電体パターン６７下部の
中間層パターンと維持蓄電器用導電体パターン６４下部
の中間層パターンを指す。
【００６２】ここで、チャンネル部Ｃのソース/ドレー
ン用導電体パターン６７は別途のＰＲエッチバック（et
ch back）工程を通じて露出させることもでき、感光膜
を十分にエッチングし得る条件ではＰＲエッチバック工
程を省略することもできる。これはアッシング（ashin
g）を通じてチャンネル部Ｃのソース/ドレーン用導電体
パターン６７の表面に残っている感光膜クズを除去する
工程で行われる。
【００６３】次に、図２６及び図２７に示したようにチ
ャンネル部Ｃのソース/ドレーン用導電体パターン６７
及びその下部のソース/ドレーン用中間層パターン５７
をエッチングして除去する。この時、エッチングはソー
ス/ドレーン用導電体パターン６７と中間層パターン５
７の全てに対して乾式エッチングだけで処理することも
でき、ソース/ドレーン用導電体パターン６７に対して
は湿式エッチングで、中間層パターン５７に対しては乾
式エッチングで行うこともできる。本発明の実施例では
アルミニウム系列の上部膜６０２は乾式エッチングまた
は湿式エッチングでエッチングし、クロムの下部膜６０
１と中間層パターン５７は連続して乾式エッチングす
る。この時、クロムの下部膜６０１を薄く形成し中間層
パターン５７とともに乾式エッチングでパターニングす
ることによってパターニング工程を単純化することがで
きる。ここで、クロムの下部膜６０１は乾式エッチング
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も可能であるが、厚い場合には湿式エッチングを行うこ
とができる。この時、図２７に示したように半導体パタ
ーン４２の一部が除去されて厚さが薄くなくこともあ
り、感光膜パターンの第２部分１１２もこの時にある程
度の厚さにエッチングされる。この時のエッチングはゲ
ート絶縁膜３０がエッチングされない条件で行わなけれ
ばならず、第２部分１１２がエッチングされてその下部
のデータ配線６２、６４、６５、６６、６８が露出され
ないように感光膜パターンが厚いことが好ましいのはも
ちろんである。
【００６４】このようにすると、ソース電極６５とドレ
ーン電極６６とが分離されるとともにデータ配線６２、
６４、６５、６６、６８とその下部の接触層パターン５
５、５６、５８が完成される。
【００６５】最後に、データ配線部Ａに残っている感光
膜第２部分１１２を除去する。しかし、第２部分１１２
の除去はチャンネル部Ｃソース/ドレーン用導電体パタ
ーン６７を除去した後、その下の中間層パターン５７を
除去する前に行われることもありうる。
【００６６】このようにしてデータ配線６２、６４、６
５、６６、６８を形成した後、図２８乃至図３０に示し
たように窒化ケイ素をＣＶＤ方法で蒸着したり有機絶縁
物質をスピンコーティングして３０００Å以上の厚さを
有する保護膜７０を形成する。続いて第３マスクを用い
て保護膜７０をゲート絶縁膜３０とともにエッチングし
てドレーン電極６６、ゲートパッド２４、データパッド
６８及び維持蓄電器用導電体パターン６４を各々露出す
る接触孔７６、７４、７８、７２を形成する。ここで
も、以後に形成されるＩＺＯ膜８２、８４、８８とアル
ミニウム膜６６、２４、６８との接触抵抗を最少化する
ために、アニーリング工程を通じてアルミニウム系列の
金属膜６６、２４、６８の上部に残留する物質を除去す
ることができ、アルミニウム系列の金属膜６６、２４、
６８の上部にＡｌ

X
Ｓｉ

X
を含む低抵抗の反応層を形成す

ることができ、アルミニウム系列のゲート配線２２、２
４、２６、２８及びデータ配線６２、６４、６５、６
６、６８の上部膜を形成する時にケイ素を含むように形
成することもできる。ここで、保護膜７０をエッチング
する前にアニーリング工程は別途に実施することがで
き、ゲート絶縁膜３０または保護膜７０を形成する時に
アニーリング工程が含まれるように形成することもでき
る。この時、アニーリング工程は２８０～４００℃の温
度の範囲で実施することが好ましい。
【００６７】最後に、図１１乃至図１３に示したように
４００Å乃至５００Å厚さのＩＺＯ層を蒸着し、第４マ
スクを使用してエッチングしてドレーン電極６６及び維
持蓄電器用導電体パターン６４と連結された画素電極８
２、ゲートパッド２４と連結された補助ゲートパッド８
４及びデータパッド６８と連結された補助データパッド
８８を形成する。
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【００６８】このような本発明の第２実施例では、第１
実施例による効果だけでなくデータ配線６２、６４、６
５、６６、６８とその下部の接触層パターン５５、５
６、５８及び半導体パターン４２、４８を一つのマスク
を用いて形成し、この過程でソース電極６５ドレーン電
極６６とが分離されて製造工程を単純化することができ
る。また、製造工程中にクロムの下部膜６０１と中間層
５０と半導体層４０とを連続して乾式エッチング条件で
パターニングすることによって製造工程を単純化するこ
とができる。
【００６９】次いで、前に説明したように、乾式エッチ
ング用気体であるＣｌ

2
またはＨＣｌとＯ

2
の混合気体を

用いてクロム膜をエッチングした実験結果について具体
的に説明することにする。
【００７０】図３１及び図３２は本発明の実施例による
液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法で、乾
式エッチング用気体としてＣｌ

2
/Ｏ

2
とＨＣｌ/Ｏ

2
を使

用した場合のクロム膜のエッチング特性をグラフで各々
示したものである。
【００７１】実験例においてクロム膜６０１は半導体層
４０及び中間層５０をエッチングするためのプラズマエ
ッチング方式の乾式エッチング装置を用いており、乾式
エッチング条件において圧力は３００ｍＴであり、電力
は１８００Ｗであり、乾式エッチング用チャンバの電極
間隔は６０ｍｍに設定して実験を行った。図３１はＣｌ

2
を４００ｓｃｃｍ使用した実験結果であり、図３２は
ＨＣｌを４００ｓｃｃｍ使用した実験結果である。
【００７２】図３１及び図３２で左側の縦軸はエッチン
グ比を示したものであり、右側の縦軸はエッチングに対
する均一度（uniformity）であり、横軸はＯ

2
の変化量

を示したものである。
【００７３】図３１のように、乾式エッチング用気体と
してＣｌ

2
を用いる場合のクロム膜のエッチング比は３

５０～５４０Å程度が得られ、エッチング均一度は大部
分１０％程度に良好に測定された。この時、感光膜のエ
ッチング量は１６００～２８００Å程度に測定されてお
り、グラフには示していないがクロム膜と非晶質ケイ素
層とのエッチング選択比は８～１６:１程度であった。
【００７４】図３２のように、乾式エッチング用気体と
してＨＣｌを用いる場合のクロム膜のエッチング比は２
００Å程度が得られ、エッチング均一度は大部分１４～
２５％程度であった。この時、感光膜のエッチング量は
１６００Å程度であった。
【００７５】図３３乃至図３６は、本発明の実施例によ
る薄膜トランジスタ基板の製造方法におけるクロム金属
膜の表面をＳＥＭ（scanning electron microscope）を
通じて示した写真である。図３３乃至図３６は、３００
ｍＴ/１８００Ｗ/４００ｓｃｃｍ Ｃｌ

2
/６ｍｍの条件

で８０"の間乾式エッチングを行った実験結果を示した
ものである。
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【００７６】図３３乃至図３６のように、クロム膜とド
ーピングされた非晶質ケイ素層（Ｎ+  ａ－Ｓｉ）の表
面は良好であり、クロム膜のテーパー角度は２５～３０
゜であって良好なプロファイル（profile）を得ること
ができた。
【００７７】
【発明の効果】このように本発明によれば、金属層を薄
く形成し半導体層と一緒にパターニングすることによっ
て製造工程を単純化することができ、低抵抗のアルミニ
ウムまたはアルミニウム合金で配線を形成することによ
って大画面高精細の製品の特性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板を示した図である。
【図２】図１に示した薄膜トランジスタ基板をII－II線
に沿って切断して示した断面図である。
【図３】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板を製造する中間過程における薄膜トラ
ンジスタ基板の配置図である。
【図４】図３ａのIV－IV'線に沿って切断した断面図で
ある。
【図５】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板を製造する中間過程における薄膜トラ
ンジスタ基板の配置図である。
【図６】図５のVI－VI'線に沿って切断して示した図面
として図４の次の段階を示した断面図である。
【図７】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板を製造する中間過程における薄膜トラ
ンジスタ基板の配置図である。
【図８】図７のVIII－VIII'線に沿って切断して示した
図面として図６の次の段階を示した断面図である。
【図９】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板を製造する中間過程における薄膜トラ
ンジスタ基板の配置図である。
【図１０】図９のX－X'線に沿って切断して示した図面
として図８の次の段階を示した断面図である。
【図１１】本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１２】図１１に示した薄膜トランジスタ基板をXII
－XII'線に沿って切断して示した断面図である。
【図１３】図１１に示した薄膜トランジスタ基板をXIII
－XIII'線に沿って切断して示した断面図である。
【図１４】本発明の第２実施例によって製造する初めて
の段階における薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１５】図１４のXV－XV'線に沿って切断して示した
断面図である。
【図１６】図１４のXVI－XVI'線に沿って切断して示し
た断面図である。
【図１７】図１４のXV－XV'線に沿って切断して示した
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断面図として図１５の次の段階を示した断面図である。
【図１８】図１４のXVI－XVI'線に沿って切断して示し
た断面図として図１６の次の段階を示した断面図であ
る。
【図１９】図１７及び１８の次の段階での薄膜トランジ
スタ基板の配置図である。
【図２０】図１９のXX－XX'線に沿って切断して示した
断面図である。
【図２１】図１９のXXI－XXI'線に沿って切断して示し
た断面図である。
【図２２】図１９のXX－XX'線に沿って切断して示した
断面図として図２０の次の段階を図２０の次の段階を工
程順序によって示した図である。
【図２３】図１９のXXI－XXI'線に沿って切断して示し
た断面図として図２１の次の段階を工程順序によって示
した図である。
【図２４】図１９のXX－XX'線に沿って切断して示した
断面図として図２０の次の段階を工程順序によって示し
た図である。
【図２５】図１９のXXI－XXI'線に沿って切断して示し
た断面図として図２１の次の段階を工程順序によって示
した図である。
【図２６】図１９のXX－XX'線に沿って切断して示した
断面図として図２０の次の段階を工程順序によって示し
た図である。
【図２７】図１９のXXI－XXI'線に沿って切断して示し
た断面図として図２１の次の段階を工程順序によって示
した図である。
【図２８】図２６及び図２７の次の段階での薄膜トラン
ジスタ基板の配置図である。
【図２９】図２８のXXIX－XXIX'線に沿って切断して示
した断面図である。
【図３０】図２８のXXX－XXX'線に沿って切断して示し
た断面図である。
【図３１】本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタ基板の製造方法において、乾式エッチング用
気体としてＣｌ

2
/Ｏ

2
を使用した場合のクロム膜のエッ

チング特性を示したグラフである。
【図３２】本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタ基板の製造方法において、乾式エッチング用
気体としてＨＣｌ/Ｏ

2
を使用した場合のクロム膜のエッ

チング特性を示したグラフである。
【図３３】本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板
の製造方法におけるクロム金属膜の表面をＳＥＭ（scan
ning electron microscope）を通じて示した写真であ
る。
【図３４】本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板
の製造方法におけるクロム金属膜の表面をＳＥＭ（scan
ning electron microscope）を通じて示した写真であ
る。
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【図３５】本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板
の製造方法におけるクロム金属膜の表面をＳＥＭ（scan
ning electron microscope）を通じて示した写真であ
る。
【図３６】本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板
の製造方法におけるクロム金属膜の表面をＳＥＭ（scan
ning electron microscope）を通じて示した写真であ
る。
【符号の説明】
１０  絶縁基板
２２  ゲート線
２４  ゲートパッド
２６  ゲート電極
２８  維持電極
３０  ゲート絶縁膜
４０  半導体層
４８  維持蓄電器用半導体パターン
５０  非晶質ケイ素層
５４  抵抗接触層
５５  データ線部中間層パターン *
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*５６  ドレーン電極用接触層パターン
５７  中間体パターン
５８  維持蓄電器用接触層パターン
６０  導電体層
６２  データ線
６４  維持蓄電器用導電体パターン
６５  ソース電極
６６  ドレーン電極
６７  ソース/ドレーン用導電体パターン
６８  データパッド
７０  保護膜
７２、７４、７６、７８  接触孔
８２  画素電極
８４  補助ゲートパッド
８８  補助データパッド
１１０  感光膜
１１２  第２部分
１１４  第１部分
６０１  下部膜
６０２  上部膜

【図１】 【図２】

【図４】

【図５】
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